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BEP Meétiers de ! 'électronique EPI épreuve technologique 1°° partic Session 2003

ETUDE FONCTIONNELLE

1) —SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES

1 a - Citer plusieurs solutions permettant d’effectuer la tiche de surveillance dans un systéme de
controle d’accés.

2) - ALGORIGRAMME D’ACCES A UN REPAS

Compéter ’algorithme correspondant a I’algorigramme allant de « Ouverture du restaurant » a
« Fermeture du restaurant ».
Ouverture du restaurant
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BEP Métiers de I'électronique EP1 épreuve technologique 1°* partie Session 2003

3) - ROLE DES ELEMENTS DU SYSTEME

Donner le role des éléments a caractere technique de ce systeme.

4) — LE TOURNIQUET TRIPODE

Donner la fonction d’usage du tourniquet tripode.

5) — ALGORIGRAMME DE L’OBJET TECHNIQUE

Sur I’algorigramme de fonctionnement de I’objet technique donné en annexe 1, repasser en vert le
chemin parcouru quand on utilise une carte valable et qu’on attend 20 secondes avant de passer.

6) — ETUDE FONCTIONNELLE DE DEGRE 1

6 a - Citer le role des fonctions principales FP2, FP3 et FP4 du tourniquet tripode.
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BEP Métiers de 1'électronique EPI épreuve technologique 1°° partie Session 2003

7) —ETUDE FONCTIONNELLE DE DEGRE 2 DE FP2 ET FP5

Sur les schémas structurels fournis en annexe 2 et 3, encadrer les structures réalisant les fonctions
secondaires de FP2 et de FP5 et repérer les entrées et les sorties de ces fonctions.
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BEP Métiers de l’électronique EP1 épreuve technologique 17° partie Session 2003

ETUDE STRUCTURELLE DE FP5
« SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE »

Préambule

- Donner le modé¢le électrique du composant KTY10.

SCHEMA STRUCTUREL DE FPS

+24V R44
Q AVA'AV
100
+VREF = 2,5V U1A
o 3 13
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RKTY < 10k R46 47k 1001
R43
10k
i > R41 _L
) =0 3 1ok o
1 - Structure réalisant Ia fonction secondaire FS51
1 a— Quel est le mode de fonctionnement de cette structure ?
1 b - Exprimer la d.d.p. V1; en fonction Vggr , Ry3 €t Rgry -
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BEP Métiers de I’électronique EPI épreuve technologique 1°° partie

1 ¢ - Calculer la d.d.p. V11 pour Rgry = 2kQ.

2 - Structure réalisant la fonction secondaire FSS2

2 a— Quel est le mode de fonctionnement de cette structure ?

2 d - Pour la question suivante on considérera Vy-; = V7.
Exprimer la d.d.p. V1, en fonction Vggr , R4y , Ryg €t V1.
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ETUDE PARTIELLE DE LA STRUCTURE FS22
« GENERATION DES COMMANDES DE COMPTAGE »

SENS 2

74HC14

3 — Etude de la structure réalisée par les composants U10, R57 et C52
pour cette étude, on considérera que les composants U10 et U19 sont alimentés en 4,5 volts.

3 a - Compléter le chronogramme du signal 4U10 sur le document « annexe 4 »

3 b - Expliquer qualitativement les variations de la d.d.p. aux bornes de C52 en fonction de 1’allure
du signal 4U10.
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3 f- Quel est le nom du composant 74HC14 ?

3 g - D’aprés la documentation technique donnée en annexe 6, quels sont les seuils de basculement
du composant 74HC14 ? Les reporter sur le chronogramme de 13U10 en « annexe 4 »

4 — Etude du composant U19

4 a - Quel est le nom de la porte logique U19A ? Donner sa table de vérité

4 ¢ - A I’aide des courbes universelles de charge et décharge du condensateur (annexe numéro 5),
déterminer la valeur de la durée t; d’un niveau bas du signal /INT1 lors de la charge du
condensateur C52.
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Annexe numéro 1

ALGORIGRAMME DE FONCTIONNEMENT DE L’OBJET TECHNIQUE
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Annexe numeéro 2
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Annexe numéro 3
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Annexe numéro 4
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Annexe numéro 5
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Courbes universelles de charge et décharge d'un condensateur
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Annexe numéro 6 page 1
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General Description Features B
The MM54HC14/MM74HC14 utilizes advanced silicon-gate & Typical propagation delay: 13 ns %
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Annexe numéro 6 page 2

Absolute Maximum Ratings motes1&2)
i Military/Aerospace specified devices are required, Power Dissipation (Pp)
please contact the National Semiconductor Sales (Note 3) 600 mW
Oftfice/Distributors for avallability and specifications. S.0. Package only 500 mW
Supply Voltage (Vce) —0.5to +7.0V Lead Temp. (T ) (Soldering 10 seconds) 260°C
DC Input Voltage (ViN) —15t0Veo+15V ; .
DC Output Voitage (VouT) —0.5to Voo +05V Operating Conditions
Clamp Diode Current (1. lok) £20 mA s Min Max Units
DC Output Current, per pin (louT) +25mA DC“""" Voltage (Vec) 2 8 M
DC Vg or GND Current, per pin (Icc) +50 mA &:‘ﬁ:mc)uw”[ Voitage 0 Vee v
St A —65°Cto + .
orage Temperature Range (TsTa) 65°C to +150°C Operating Temp. Range (Ta)
MM74HC —40 +85 C
MM54HC —55 +125 °C
DC Electrical Characteristics (ot 4
Ta=25C 74HC 54HC
Symbol Parameter Conditions VYee A Tpo=—-40t085C | Ta=-55t0 125°C | units
Typ Guaranteed Limits
V14 Positive Going Minimum 20v | 12 10 1.0 1.0 v
Threshokd Voltage 45V | 27 20 20 20 v
60V | 32 3.0 3.0 30 v
Maximum 20V 12 15 15 1.5 v
45V | 27 3.15 3.15 3.15 \'
6.0V | 32 42 42 42 A%
Vi- Negative Going Minimum 20v| 07 | 03 03 03 v
Threshold Voltage 4.5V 18 0.9 09 09 v
60V | 22 12 12 1.2 v
Maximum 20v| 07| 10 10 10 v
45V 18 22 22 22 v
60V | 22 3.0 3.0 30 v
vy Hysteresis Voltage Minimum 20v | 05 02 02 0.2 v
45v | 09 04 04 04 v
6o0v | 10 0.5 0.5 0.5 v
Maximum 20v | 05 1.0 10 10 v
45v | 09 14 14 14 \"
6.0V 10 1.5 1.5 15 v
Vou Minimum High Level | Vin=Vi_
Output Voitage liouti=20 pA 20v) 20 | 19 1.8 1.9 \
45V 45 44 4.4 4.4 v
60V | 6.0 59 59 59 v
Vin=ViL
llouT|=4.0mA 45v | 42 | 398 384 3.7 v
loutl=52 mA 60V | 57 | 548 5.34 5.2 * v
VoL Maximum Low Level | Vin=Viy
Output Voltage ltourl=20 A 20v | © 0.1 01 01 \
4.5V V] 01 01 0.1 v
6.0V (V] ot 01 01 v
Vin=ViH
llourl=4.0 mA 45V} 02 | 026 0.33 04 i
liour}=52mA 60V | 02 | 026 0.33 04 \
I Maximum input Vin=Vcc orGND | 6.0V +0.1 +10 +10 pA
Current
Icc Maximum Quiescent | Vin=Vgg orGND | 6.0V 20 20 40 pA
Supply Current loyT=0pA
Note 1: ‘Absokste Mmdmum Ratings are those values beyond which damage 1o the device may occur.
Note 2 Unless ise specified al are o ground.
Note 3: Power Dissipati np —phsﬁc"N"p-:kqe:—12mWI'Cﬁom65'Clo!5‘C;cermi:'J"padug«:-IZmWI’ClmmlOO’Cm!zS'C.
Note & For » power supply of SV 1!0%ﬂumusacmuﬂvnhgu(vm.wvm)omrlamu4sv.ﬂmm45vvﬂmmbemedﬁm
designing with this supply. Worst case Vy, mdvlmuvcc-sjvmuvw_mvmmnssv s 385V) The worsi case leakage current (lyy.
‘e and loz) occur for CMOS 8t the higher voltage and 50 the 6.0V values should be used.
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